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EMPREGO DE REDUNDÂNCIA PARA AUMENTAR A CONFIABILIDADE DE CIRCUITOS CMOS
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Resumo 
Com a constante redução de dimensão dos transístores - atingindo escalas atômicas - projetistas de circuitos integrados preocupam-se cada vez mais com problemas de confiabilidade e produção.   O componente básico de circuitos integrados é o transistor, e na sua estrutura, o óxido de porta é o componente mais vulnerável. A quebra do óxido inutiliza o dispositivo, comprometendo o funcionamento geral do sistema. Tecnologias nanométricas são mais vulneráveis a este tipo de defeito, que de forma geral ocorre de forma progressiva durante a vida útil do dispositivo, sendo conhecido como um dos efeitos de envelhecimento. O objetivo deste trabalho é avaliar soluções que aumentem a confiabilidade de circuitos com relação à quebra do óxido. Diversas propostas encontradas na literatura exploram a redundância no projeto. Este trabalho avalia as seguintes técnicas de redundância: Block Duplication, onde todo o bloco do circuito é duplicado; Twin Logic Gates, onde todas as portas lógicas que compõe o circuito são duplicadas; e Transistor Duplication, onde todos os transístores do circuito são duplicados. Estas técnicas de redundância aumentam a confiabilidade do circuito através da utilização de diferentes transistores na réplica do circuito. Duas tecnologias de transistores com diferentes espessuras de óxido são adotadas. Para simular os efeitos de envelhecimento e avaliar a confiabilidade, circuitos equivalentes que modelam a degradação foram explorados. Espera-se com este projeto definir qual das técnicas de redundância apresenta melhores resultados quanto à confiabilidade, desempenho, consumo de potência e área, quando considerado o efeito da degradação do óxido dos transistores.
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